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概要 本研究では低コスト・高信頼性UBMの開発を目的として，Au表面処理をしない無電解CuNiPのSuAgCuはんだバン

プ接続信頼性について検討を行った。Cu含有量が 45 at%の CuNiPでは接続信頼性の悪化要因となりうる(Ni,Cu)3Sn4，Ni3P，

カーケンダルボイド，AuSn合金の形成を抑制でき，175°C，750 hまで良好な長期接続信頼性が実現できた。Au表面処理なし

のCuNiPでも，高活性フラックスを用いることで良好なはんだ接続が可能であり，耐食性，バリア性についても問題ないこと

を確認した。

Abstract

A low-cost method for the electroless deposition of CuNiP without Au surface finishing has been

developed with highly reliable under-bump metallization (UBM). When SnAgCu solder was con-

nected to an electroless CuNiP alloy containing 45% Cu, formations of (Ni,Cu)3Sn4, Ni3P, Kirkendall

void, and Au–Sn alloy did not occur. Consequently, this enabled a reliable and long-lasting connec-

tion for 750 hours at 175°C. The electroless CuNiP can be firmly connected to SnAgCu solder using

active flux. The CuNiP-UBM has relatively good corrosion resistance, and provides a durable bar-

rier against SnAgCu solder.
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